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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板保持部と、
　前記基板保持部の周囲を囲むカップと、
　前記カップおよび前記基板保持部を収容する処理室と、
　前記処理室内に第１ガスを供給する第１ガス供給部と、
　前記カップ内のガスを排気するためのカップ排気路と、
　前記カップ外の前記処理室内のガスを排気するための処理室排気路と、
　前記処理室から排気された前記カップ外の前記処理室内のガスを前記処理室に戻すため
の戻し路と、
　前記処理室から排気された前記カップ外のガスが前記処理室排気路から排気される第１
状態と、前記処理室から排気された前記カップ外のガスが前記戻し路を通って前記処理室
に戻される第２状態とを切り替える排気切替機構と、
を備え、
　前記第１ガス供給部は、前記第１ガスの供給源から前記処理室に向けてガスを供給する
ための第１ガス供給路を有し、前記戻し路は前記第１ガス供給路に合流し、前記排気切替
機構が前記第２状態にあるときに、前記処理室から排気されたガスは、前記第１ガス供給
路内で前記第１ガスの供給源から供給される前記第１ガスと混合された後に前記処理室内
に戻され、
　前記戻し路と前記第１ガス供給路との合流部分にエジェクタが設けられ、前記排気切替
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機構が前記第２状態にあるときに、前記第１ガス供給路を流れる前記第１ガスの流れが前
記エジェクタの駆動流となり、前記戻し路を流れる前記処理室から排気されたガスの流れ
が前記エジェクタの吸引流となる
基板処理装置。
【請求項２】
　前記第１ガス供給部からの前記第１ガスを前記処理室へ供給している時に前記第１状態
から前記第２状態に切り替えるように前記排気切替機構を制御する制御部を備えた、請求
項１記載の基板処理装置。
【請求項３】
　前記エジェクタは、前記合流部分の近傍において直線状に延びる前記第１ガス供給路の
直線状部分と、当該直線状部分に対して角度を成して交わり当該直線状部分に接続される
前記戻し路の末端部分により形成されている、請求項１または２記載の基板処理装置。
【請求項４】
　前記処理室排気路は前記処理室に設けられた排気口に接続され、前記戻し路は前記処理
室排気路から分岐しており、前記第２状態において前記処理室の前記排気口から排気され
た前記カップ外の前記処理室内のガスは、前記排気切替機構を介して前記戻し路に流入す
る、請求項１から３のうちのいずれか一項に記載の基板処理装置。
【請求項５】
　前記処理室内に第２ガスを供給する第２ガス供給部と、
　前記第１ガスが前記処理室内に供給される第１供給状態と前記第２ガスが前記処理室内
に供給される第２供給状態とを切り替える供給ガス切替機構と、をさらに備え、
　前記第１ガスは、前記第２ガスよりも湿度が低いかあるいは酸素濃度が低い、請求項１
から４のうちのいずれか一項に記載の基板処理装置。
【請求項６】
　前記排気切替機構を前記第１状態とするとともに前記供給ガス切替機構を前記第２供給
状態としつつ、処理液供給部から基板に処理液を供給して、前記基板に液処理を施す工程
と、
　その後、前記排気切替機構を前記第１状態とするとともに前記供給ガス切替機構を前記
第１供給状態として、前記基板を乾燥させる工程と、
　その後、前記排気切替機構を前記第２状態とするとともに前記供給ガス切替機構を前記
第１供給状態とし、前記基板を乾燥させる工程と、
が実行されるように制御を行う制御部をさらに備えた、請求項５記載の基板処理装置。
【請求項７】
　前記処理室内に第２ガスを供給する第２ガス供給部をさらに備え、前記第１ガスは、前
記第２ガスよりも湿度が低いかあるいは酸素濃度が低く、
　前記第２ガス供給部は、前記第２ガスを前記処理室に向けて流すための第２ガス供給路
と、前記第２ガス供給路を流れる空気からパーティクルを除去するフィルタと、前記第２
ガス供給路を前記第２ガスが前記処理室に向けて流れる状態と、流れていない状態とを切
り替える第２ガス供給制御機器と、を有し、
　前記戻し路は前記第２ガス供給制御機器よりも下流側で前記第２ガス供給路に接続され
る、請求項１から４のうちのいずれか一項に記載の基板処理装置。
【請求項８】
　前記戻し路は前記第１ガス供給路に合流するとともに前記第１ガス供給路を介して前記
第２ガス供給路に接続されており、前記排気切替機構が前記第２状態にあるときに、前記
処理室から排気された前記カップ外の前記処理室内のガスは、前記第１ガス供給路内で前
記第１ガスと混合された後に前記第２ガス供給路に供給される、請求項７記載の基板処理
装置。
【請求項９】
　基板保持部と、
　前記基板保持部の周囲を囲むカップと、
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　前記カップおよび前記基板保持部を収容する処理室と、
　前記処理室内の雰囲気を形成する第１ガスを前記処理室に供給する第１ガス供給部であ
って、前記第１ガスの供給源から前記処理室に向けてガスを供給するための第１ガス供給
路を有する前記第１ガス供給部と、
　前記処理室内の雰囲気を形成する第２ガスを前記処理室に供給する第２ガス供給部と、
　前記カップ内のガスを排気するためのカップ排気路と、
　前記処理室から排気された前記カップ外の前記処理室内のガスを、前記処理室に戻さず
に排出するための処理室排気路と、
　前記処理室から排気された前記カップ外の前記処理室内のガスを前記処理室に戻すため
の戻し路であって、前記第１ガス供給路に合流する前記戻し路と、
　前記戻し路と前記第１ガス供給路との合流部分に設けられたエジェクタと、
　前記処理室から排気された前記カップ外の前記処理室内のガスが前記戻し路を通って前
記処理室に戻されることなく前記処理室排気路から排気される第１状態と、前記処理室か
ら排気された前記カップ外の前記処理室内のガスが前記戻し路を通って前記処理室に戻さ
れる第２状態とを切り替える排気切替機構と、を備えた基板処理装置を用いて行われる基
板処理方法であって、
　前記第１ガスは、前記第２ガスよりも湿度が低いかあるいは酸素濃度が低く、
　前記基板処理方法は、
　前記第２ガス供給部により前記第２ガスを前記処理室に供給し、かつ基板に処理液を供
給しながら、前記基板に液処理を施す工程と、
　前記第１ガス供給部により前記第１ガスを前記処理室に供給しながら、前記液処理が施
された前記基板を乾燥させる乾燥工程と、を備え、
　前記第１ガス供給部により前記第１ガスを前記処理室に供給するときに、前記第１ガス
の供給の開始時に前記排気切替機構を前記第１状態とし、その後第２状態に切り替え、前
記排気切替機構が前記第２状態にあるときに、前記処理室から排気されたガスは、前記第
１ガス供給路内で前記第１ガスの供給源から供給される前記第１ガスと混合された後に前
記処理室内に戻され、このとき、前記第１ガス供給路を流れる前記第１ガスの流れが前記
エジェクタの駆動流となり、前記戻し路を流れる前記処理室から排気されたガスの流れが
前記エジェクタの吸引流となることを特徴とする基板処理方法。
【請求項１０】
　基板処理装置の動作を制御するためのコンピュータにより実行されたときに、前記コン
ピュータが前記基板処理装置を制御して請求項９記載の基板処理方法を実行させるプログ
ラムが記録された記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板処理装置の処理チャンバ内の雰囲気を調整する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の製造工程には、薬液洗浄処理またはウエットエッチング処理等の液処理が
含まれる。このような液処理は、薬液を半導体ウエハ等の基板に薬液を供給する薬液処理
工程と、薬液処理工程の後に純水等のリンス液を用いて基板上に残留する薬液および反応
生成物を洗い流すリンス工程と、リンス工程の後に基板上に残留するリンス液をＩＰＡ（
イソプロピルアルコール）等の乾燥補助用有機溶剤により置換する置換工程と、置換工程
の後にリンス工程の後に基板を乾燥させる乾燥工程とが含まれる。
【０００３】
　上記の一連の工程において、基板処理装置のチャンバ内には、清浄ガスのダウンフロー
が形成されている。通常は、この清浄ガスとして、クリーンルーム内の空気をＵＬＰＡフ
ィルタ等のパーティクルフィルタにより濾過することにより生成された清浄空気が用いら
れる。この清浄空気の湿度はクリーンルーム内空気と同じ湿度である。
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【０００４】
　乾燥工程時における基板の周囲の雰囲気は、基板の処理結果に大きな影響を与える。基
板周囲雰囲気の湿度が高いと、基板表面への結露により生じた水の表面張力によるパター
ン倒壊が生じうる。また、結露によりウォーターマークの発生も生じうる。基板周囲雰囲
気の酸素濃度が高いと、ウォーターマークが発生しやすくなる。このため、乾燥工程時に
は、低湿度ガスであるドライエアが供給されるか（例えば特許文献１を参照）、あるいは
低湿度ガスでありかつ低酸素濃度ガスでもある窒素ガスが基板周囲に供給される。
【０００５】
　しかし、このようなガスは高価であるか、あるいは半導体装置製造工場の設備に負担を
かける。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８-１７７５８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、処理室内の雰囲気調整用ガスの使用量を削減することを可能とする技術を提
供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態によれば、基板保持部と、前記基板保持部の周囲を囲むカップと、
　前記カップおよび前記基板保持部を収容する処理室と、
　前記処理室内に第１ガスを供給する第１ガス供給部と、前記カップ内のガスを排気する
ためのカップ排気路と、前記カップ外の前記処理室内のガスを排気するための処理室排気
路と、前記処理室から排気された前記カップ外の前記処理室内のガスを前記処理室に戻す
ための戻し路と、前記処理室から排気された前記カップ外のガスが前記処理室排気路から
排気される第１状態と、前記処理室から排気された前記カップ外のガスが前記戻し路を通
って前記処理室に戻される第２状態とを切り替える排気切替機構と、を備えた基板処理装
置が提供される。
【０００９】
　本発明の他の実施形態によれば、基板保持部と、前記基板保持部の周囲を囲むカップと
、前記カップおよび前記基板保持部を収容する処理室と、前記処理室内の雰囲気を形成す
る第１ガスを前記処理室に供給する第１ガス供給部と、前記処理室内の雰囲気を形成する
第２ガスを前記処理室に供給する第２ガス供給部と、前記カップ内のガスを排気するため
のカップ排気路と、前記処理室から排気された前記カップ外の前記処理室内のガスを、前
記処理室に戻さずに排出するための処理室排気路と、前記処理室から排気された前記カッ
プ外の前記処理室内のガスを前記処理室に戻すための戻し路と、前記処理室から排気され
た前記カップ外の前記処理室内のガスが前記戻し路を通って前記処理室に戻されることな
く前記処理室排気路から排気される第１状態と、前記処理室から排気された前記カップ外
の前記処理室内のガスが前記戻し路を通って前記処理室に戻される第２状態とを切り替え
る排気切替機構と、を備えた基板処理装置を用いて行われる基板処理方法であって、前記
第１ガスは、前記第２ガスよりも湿度が低いかあるいは酸素濃度が低く、前記基板処理方
法は、前記第２ガス供給部により前記第２ガスを前記処理室に供給し、かつ基板に処理液
を供給しながら、前記基板に液処理を施す工程と、前記第１ガス供給部により前記第１ガ
スを前記処理室に供給しながら、前記液処理が施された基板を乾燥させる乾燥工程と、を
備え、前記第１ガス供給部により前記第１ガスを前記処理室に供給するときに、前記第１
ガスの供給の開始時に前記排気切替機構を前記第１状態とし、その後第２状態に切り替え
る基板処理方法が提供される。
【００１０】
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　本発明のさらに他の実施形態によれば、基板処理装置の動作を制御するためのコンピュ
ータにより実行されたときに、前記コンピュータが前記基板液処理装置を制御して上記の
基板処理方法を実行させるプログラムが記録された記憶媒体が提供される。
【００１１】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、　基板保持部と、前記基板保持部の周囲を囲む
カップと、前記カップおよび前記基板保持部を収容する処理室と、前記処理室内の雰囲気
を形成するガスを前記処理室に供給するガス供給路と、前記カップ内のガスを排気するた
めのカップ排気路と、前記カップ外の前記処理室内のガスを排気するための処理室排気路
と、前記カップ外の前記処理室内に設けられ、前記カップ外の前記処理室内のガスが前記
処理室排気路から排出される前に、当該ガスの湿度を低下させること、および当該ガスか
ら汚染物質を除去することのうちの少なくとも一方を行うガス処理部と、
　前記処理室排気路に接続され、前記ガス処理部により処理された後に前記処理室から出
たガスを前記処理室に戻すための戻し路と、備えた基板処理装置が提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　上記実施形態によれば、雰囲気調整用のガスの使用量の削減を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態に係る基板処理システムの概略構成を示す図である。
【図２】処理ユニットの概略構成を示す図である。
【図３】第１実施形態に係る処理ユニットの概略縦断面図である。
【図４】第１実施形態に係る処理ユニットにおけるガスの流れを説明する図である。
【図５】第１実施形態に係る処理ユニットにおけるガスの流れを説明する図である。
【図６】第１実施形態に係る処理ユニットにおけるガスの流れを説明する図である。
【図７】第１実施形態に係る処理ユニットの第１変形例を示す図である。
【図８】第１実施形態に係る処理ユニットの第２変形例を示す図である。
【図９】第１実施形態に係る処理ユニットの第３変形例を示す図である。
【図１０】図３に示したエジェクタの好適な実施形態を示す概略斜視図である。
【図１１】図１０に示したエジェクタの構造および作用を説明するための概略図である。
【図１２】第２実施形態に係る処理ユニットの概略縦断面図である。
【図１３】図１２に示したガス処理部の構成を説明する概略縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【００１５】
　図１は、本実施形態に係る基板処理システムの概略構成を示す図である。以下では、位
置関係を明確にするために、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸を規定し、Ｚ軸正方向
を鉛直上向き方向とする。
【００１６】
　図１に示すように、基板処理システム１は、搬入出ステーション２と、処理ステーショ
ン３とを備える。搬入出ステーション２と処理ステーション３とは隣接して設けられる。
【００１７】
　搬入出ステーション２は、キャリア載置部１１と、搬送部１２とを備える。キャリア載
置部１１には、複数枚のウエハＷを水平状態で収容する複数のキャリアＣが載置される。
【００１８】
　搬送部１２は、キャリア載置部１１に隣接して設けられ、内部に基板搬送装置１３と、
受渡部１４とを備える。基板搬送装置１３は、ウエハＷを保持する基板保持機構を備える
。また、基板搬送装置１３は、水平方向および鉛直方向への移動ならびに鉛直軸を中心と
する旋回が可能であり、基板保持機構を用いてキャリアＣと受渡部１４との間でウエハＷ
の搬送を行う。
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【００１９】
　処理ステーション３は、搬送部１２に隣接して設けられる。処理ステーション３は、搬
送部１５と、複数の処理ユニット１６とを備える。複数の処理ユニット１６は、搬送部１
５の両側に並べて設けられる。
【００２０】
　搬送部１５は、内部に基板搬送装置１７を備える。基板搬送装置１７は、ウエハＷを保
持する基板保持機構を備える。また、基板搬送装置１７は、水平方向および鉛直方向への
移動ならびに鉛直軸を中心とする旋回が可能であり、基板保持機構を用いて受渡部１４と
処理ユニット１６との間でウエハＷの搬送を行う。
【００２１】
　処理ユニット１６は、基板搬送装置１７によって搬送されるウエハＷに対して所定の基
板処理を行う。
【００２２】
　また、基板処理システム１は、制御装置４を備える。制御装置４は、たとえばコンピュ
ータであり、制御部１８と記憶部１９とを備える。記憶部１９には、基板処理システム１
において実行される各種の処理を制御するプログラムが格納される。制御部１８は、記憶
部１９に記憶されたプログラムを読み出して実行することによって基板処理システム１の
動作を制御する。
【００２３】
　なお、かかるプログラムは、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体に記録され
ていたものであって、その記憶媒体から制御装置４の記憶部１９にインストールされたも
のであってもよい。コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体としては、たとえばハ
ードディスク（ＨＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、コンパクトディスク（ＣＤ）、
マグネットオプティカルディスク（ＭＯ）、メモリカードなどがある。
【００２４】
　上記のように構成された基板処理システム１では、まず、搬入出ステーション２の基板
搬送装置１３が、キャリア載置部１１に載置されたキャリアＣからウエハＷを取り出し、
取り出したウエハＷを受渡部１４に載置する。受渡部１４に載置されたウエハＷは、処理
ステーション３の基板搬送装置１７によって受渡部１４から取り出されて、処理ユニット
１６へ搬入される。
【００２５】
　処理ユニット１６へ搬入されたウエハＷは、処理ユニット１６によって処理された後、
基板搬送装置１７によって処理ユニット１６から搬出されて、受渡部１４に載置される。
そして、受渡部１４に載置された処理済のウエハＷは、基板搬送装置１３によってキャリ
ア載置部１１のキャリアＣへ戻される。
【００２６】
　次に、処理ユニット１６の概略構成について図２を参照して説明する。図２は、処理ユ
ニット１６の概略構成を示す図である。
【００２７】
　図２に示すように、処理ユニット１６は、チャンバ２０と、基板保持機構３０と、処理
流体供給部４０と、回収カップ５０とを備える。
【００２８】
　チャンバ２０は、基板保持機構３０と処理流体供給部４０と回収カップ５０とを収容す
る。チャンバ２０の天井部には、ＦＦＵ（Fan　Filter　Unit）２１が設けられる。ＦＦ
Ｕ２１は、チャンバ２０内にダウンフローを形成する。
【００２９】
　基板保持機構３０は、保持部３１と、支柱部３２と、駆動部３３とを備える。保持部３
１は、ウエハＷを水平に保持する。支柱部３２は、鉛直方向に延在する部材であり、基端
部が駆動部３３によって回転可能に支持され、先端部において保持部３１を水平に支持す
る。駆動部３３は、支柱部３２を鉛直軸まわりに回転させる。かかる基板保持機構３０は
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、駆動部３３を用いて支柱部３２を回転させることによって支柱部３２に支持された保持
部３１を回転させ、これにより、保持部３１に保持されたウエハＷを回転させる。
【００３０】
　処理流体供給部４０は、ウエハＷに対して処理流体を供給する。処理流体供給部４０は
、処理流体供給源７０に接続される。
【００３１】
　回収カップ５０は、保持部３１を取り囲むように配置され、保持部３１の回転によって
ウエハＷから飛散する処理液を捕集する。回収カップ５０の底部には、排液口５１が形成
されており、回収カップ５０によって捕集された処理液は、かかる排液口５１から処理ユ
ニット１６の外部へ排出される。また、回収カップ５０の底部には、ＦＦＵ２１から供給
される気体を処理ユニット１６の外部へ排出する排気口５２が形成される。
【００３２】
　［第１実施形態］
　次に、図３を参照して第１実施形態に係る処理ユニット１６の構成について詳細に説明
する。
【００３３】
　処理ユニット１６内には、処理流体供給部４０として、薬液ノズル４１、リンスノズル
４２および溶剤ノズル４３を備える。薬液ノズル４１は、洗浄用またはウエットエッチン
グ用の薬液を供給する。リンスノズル４２は、リンス液として例えば純水（ＤＩＷ）を供
給する。リンス液は、静電破壊防止のために、超低濃度の導電性イオンを含む純水であっ
てもよい。溶剤ノズル４３は、リンス液（純水）と相溶性があり、リンス液より表面張力
が低く、かつ、リンス液より揮発性が高い溶剤、ここではＩＰＡ（イソプロピルアルコー
ル）を供給する。薬液ノズル４１、リンスノズル４２および溶剤ノズル４３は、共通のノ
ズルアーム４４の先端部に支持されている。ノズルアーム４４は、駆動部４５により、昇
降、および鉛直軸線周りに旋回することができ、これにより上記のノズル４１～４３が、
図３に示すウエハＷ中央部真上の処理位置と、回収カップ５０の半径方向外側の待避位置
（図示せず）との間を移動することができる。
【００３４】
　図３には、チャンバ２０の天井部に設けられたＦＦＵ２１の構造が図２よりも詳細に示
されている。ＦＦＵ２１は、ダクト２１１を有する。ダクト２１１の上流端２１１ａは、
基板処理システム１が設置されているクリーンルーム内の空間に開口している。ダクト２
１１の他端（図３の左端）の下面は開口しており、当該開口の下方にパーティクル除去用
のフィルタ、ここではＵＬＰＡフィルタ２１２が設けられている。ダクト２１１内には、
上流側から順に、ファン２１３およびダンパ（流量調整弁）２１４が設けられている。フ
ァン２１３の回転数調整およびダンパ２１４の開度調整の一方または両方を実行すること
により、ダクト２１１内を流れるエア（ガス）の流量を調節することができる。ダクト２
１１の上流端２１１ａから取り込まれたクリーンルーム内のエアがＵＬＰＡフィルタ２１
２を通って、チャンバ２０の内部空間２２に流入する。ＵＬＰＡフィルタ２１２は、通過
するエアからパーティクルを除去して当該エアを清浄化する。
【００３５】
　チャンバ２０内の回収カップ５０の上方に、整流板２３が設けられている。整流板２３
は、多数の孔が形成された平板（パンチングプレート）からなる。整流板２３により、チ
ャンバ２０の内部空間２２が、整流板２３の上方のバッファ空間２４と、整流板２３の下
方の処理空間２５とに区画される。整流板２３は、ＵＬＰＡフィルタ２１２からバッファ
空間２４内に流入してきたエアの流れの水平方向分布を所望の形態に調節する。
【００３６】
　回収カップ５０の排気口５２には、排気路５３が接続されている。排気路５３は、工場
排気系（図示せず）に直接接続されるか、あるいは排気ポンプ若しくはエジェクタ（いず
れも図示せず）を介して工場排気系（ＥＸＨ）のダクトに接続されている。チャンバ２０
の下部側壁には排気口５４が設けられている。排気口５４には、排気路５５が接続されて
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いる。排気路５５の下流端は、合流点５６において、排気路５３に接続されている。排気
口５２および排気路５３を介して、回収カップ５０内の雰囲気が排出される。排気口５４
および排気路５５を介して、回収カップ５０の外側のチャンバ２０内（特に処理空間２５
下部）の雰囲気が排気される。以下、本明細書において排気口５２，５４を区別するため
、前者をカップ排気口５２、後者をチャンバ排気口５４と呼ぶことにする。また、排気路
５３，５５を区別するため、前者をカップ排気路５３、後者をチャンバ排気路５５と呼ぶ
ことにする。
【００３７】
　上述したようにカップ排気口５２を介して回収カップ５０内の雰囲気が吸引され、且つ
、チャンバ排気口５４を介して回収カップ５０の外側の処理空間２５内の雰囲気が吸引さ
れているため、整流板２３から下向きに流出するエアの流れは、回収カップ５０内および
回収カップ５０の半径方向外側の空間内に向かって流れる。
【００３８】
　回収カップ５０内に流入したエア（ガス）は、回収カップ５０内に設けられた仕切壁に
より形成される流路に沿ってカップ排気口５２に向かって流れる。このガスの流れは、ウ
エハＷに供給された後にウエハＷから飛散した処理液のミストがウエハＷの周りを漂いウ
エハＷに再付着することを防止するため、処理液のミストを適正に排液口５１に導く等の
役割を果たす。ウエハＷの周囲の気流が適正なものとなるように、カップ排気口５２から
のガスの排気流量は所定範囲内に維持される。
【００３９】
　処理空間２５内をチャンバ排気口５４に向けて流れてチャンバ排気口５４から排出され
るエア（ガス）の流れは、ウエハＷに供給された処理液に由来する雰囲気が回収カップ５
０の半径方向外側の領域に滞留することを防止する。
【００４０】
　カップ排気口５２およびカップ排気路５３を通って流れるガスの流量を制御するため、
カップ排気路５３にダンパ（流量調整弁）５７が設けられている。チャンバ排気口５５お
よびチャンバ排気路５５を通って流れるガスの流量を制御するため、チャンバ排気路５５
にダンパ（流量調整弁）５８が設けられている。
【００４１】
　なお、図３ではチャンバ排気口５４が一箇所のみ表示されているが、複数のチャンバ排
気口５４がチャンバ２０の下部側壁（例えば回収カップ５０に関して１８０度反対の位置
）に設けられていてもよい。この場合、各チャンバ排気口５４に接続されたチャンバ排気
路５５は三方弁６０の上流側で合流し、これら複数のチャンバ排気路の合流点と三方弁６
０との間にダンパ５８が設けられる。
【００４２】
　チャンバ排気路５５から戻し路５９が分岐している。分岐部には三方弁６０が設けられ
ている。三方弁６０を切り替えることにより、チャンバ排気路５５を通って三方弁６０に
流入してきたガスを、そのまま戻し路５９には流さない第１状態と、戻し路５９に流す第
２状態とを切り替えることができる。戻し路５９およびチャンバ排気路５５（戻し路５９
の分岐点よりも下流側）にそれぞれ開閉弁を設けることにより、上記の三方弁６０と同様
の切替機能を実現することも勿論可能である。
【００４３】
　処理ユニット１６には、さらに、ドライエア供給部８０が設けられている。ドライエア
供給部８０は、当業者には周知のドライエア製造装置（例えば背景技術の項で述べた形式
のもの）からなるドライエア供給源８１と、ドライエア供給源８１とＦＦＵ２１のダクト
２１１とを接続するドライエア供給路８２と、ドライエア供給路８２に上流側から順に介
設されたファン８３、ダンパ（流量調整弁）８４およびエジェクタ８５とを有している。
ファン８３の回転数の調整およびダンパ８４の開度の調整の少なくとも一方を実行するこ
とにより、ドライエア供給路８２を流れるドライエアの流量を調節することができる。ド
ライエア供給路８２は、ダクト２１１のダンパ２１４よりも下流側の位置２１５において
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、ダクト２１１に接続されている。
【００４４】
　ＦＦＵ２１のファン２１３およびダンパ２１４、並びにドライエア供給部８０のファン
８３およびダンパ８４の動作を制御することにより（ダンパの開閉および開度調整、ファ
ンの運転／運転停止および回転数調整など）、ＦＦＵ２１からガス（エア）が所望の流量
でチャンバ２０に供給される第１供給状態と、ドライエア供給部８０からドライエアが所
望の流量でチャンバに供給される第２供給状態とを切り替えることができる。すなわち、
ファン８３，２１３およびダンパ８４，２１４は、チャンバ内へ供給されるガスを切り替
える供給ガス切替機構をなす。
【００４５】
　エジェクタ８５には、戻し路５９が接続されている。三方弁６０がチャンバ排気路５５
と戻し路５９とを連通させているときにドライエア供給路８２にドライエアを流すと、ド
ライエアがエジェクタ８５にとっての駆動流として作用し、戻し路５９内にあるガスを吸
引する。ドライエアは戻し路５９内にあるガスと混合されてダクト２１１内に流入する。
三方弁６０がチャンバ排気路５５と戻し路５９とを連通させていないときにドライエア供
給路８２にドライエアを流すと、ドライエアのみがダクト２１１内に流入する。後述する
ように、ドライエア供給路８２からエアをダクト２１１内に流入させるときには、ダクト
２１１内を位置２１５に向けて上流側から流れてくるエアは無い。ドライエア供給路８２
からダクト２１１内に流入したエアは、ダクト２１１を下流側に向けて流れ、ＵＬＰＡフ
ィルタ２１２を通過してチャンバ２０の内部空間２２内に流入する。
【００４６】
　次に処理ユニット１６にて行われる一連の工程について説明する。以下の各工程は制御
装置４の制御の下で自動的に実行される。
【００４７】
　まず、未処理のウエハＷが、基板搬送装置１７のアーム（図1参照）により処理ユニッ
ト１６内に搬入し、このウエハＷは図３に示すように基板保持機構３０により保持される
。
【００４８】
　＜薬液処理工程＞
　薬液ノズル４１がウエハＷの中央部の真上に位置する。ウエハＷが鉛直軸線周りに回転
させられ、ウエハＷの中央部に薬液ノズル４１が薬液（例えばＤＨＦ、ＳＣ－１等の洗浄
用薬液、あるいはウエットエッチング用の薬液）を供給する。薬液は、遠心力により広が
り、ウエハＷの上面の全域が薬液の液膜により覆われる。反応生成物を含む薬液は、ウエ
ハＷの外周縁から半径方向外側に飛散する。飛散した薬液は回収カップ５０により回収さ
れる。
【００４９】
　このとき、処理ユニット１６に関連するガスの流れは以下の通りである。まず、ファン
２１３が予め定められた回転数で回転し、また、ダンパ２１４が予め定められた開度に調
整される。これにより、ダクトの上流端２１１ａの開口部からダクト２１１内にクリーン
ルーム内のエアが取り込まれる。エアはＵＬＰＡフィルタ２１２を通って、チャンバ２０
の内部空間に流入する。
【００５０】
　このとき、カップ排気口５２およびカップ排気路５３が陰圧の工場排気系（若しくはイ
ジェクタ若しくは排気ポンプ）に接続され、これにより、回収カップ５０の内部空間が吸
引される。これにより、ＦＦＵ２１から供給された清浄空気のダウンフローが、回収カッ
プ５０の上部開口部から回収カップ５０内に取り込まれる。回収カップ５０内に適切な気
流が形成されるように、ダンパ５７の開度が調整される。ダンパ５７の開度は、カップ排
気口５２から排出されてカップ排気路５３を通って流れる排気の流量が例えば０．４ｍ３

／ｍｉｎ（立方メートル毎分）となるように調整される。
【００５１】
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　また、このとき三方弁６０は前述した第１状態となっている。従って、チャンバ排気口
５４およびチャンバ排気路５５も陰圧の工場排気系（若しくはイジェクタ若しくは排気ポ
ンプ）に接続され、処理空間２５が吸引されるようになっている。ＦＦＵ２１から供給さ
れた清浄エアのダウンフローは、処理空間２５のうちの回収カップ５０の半径方向外側の
空間２６を通ってチャンバ排気路５５に流入する。これにより、空間２６内に、ウエハＷ
から飛散した処理液のミスト等の望ましくない雰囲気が滞留することが防止され、処理空
間２５内が清浄に維持される。
【００５２】
　この工程では、処理結果に大きな影響を及ぼす回収カップ５０の排気が適正に行われる
ことが空間２６の清浄度よりも重要である。空間２６については、そこに問題となるよう
な滞留が生じなければよい。従って、限られた吸引力を有効利用する観点から、チャンバ
排気路５５を流れる排気の流量は比較的小さめ（例えばカップ排気路５３を通って流れる
排気の流量よりも小さい例えば０．１ｍ３／ｍｉｎ）となるように、ダンパ５８の開度が
調整される。
【００５３】
　このとき、ＦＦＵ２１からチャンバ２０内に供給される清浄エアの供給流量は、チャン
バ２０内を概ね常圧に維持するため、カップ排気路５３からの排気流量とチャンバ排気路
５５からの排気流量の和と概ね等しくなるように調整される。すなわち、清浄エアの供給
流量は、例えば０．５ｍ３／ｍｉｎである。なお、処理の種類によりチャンバ２０内を陽
圧にしたい場合と陰圧にしたい場合がありうる。陽圧にしたい場合には、上記供給流量が
上記排気流量の和よりもやや大きくなるようにし、陰圧にしたい場合には、上記供給流量
が上記排気流量の和よりもやや小さくなるようにする。
【００５４】
　本明細書において、上記の薬液処理工程での処理ユニット１６に関連するガスの給気お
よび排気の状態を、通常給排気状態とも呼ぶ。
【００５５】
　＜リンス工程＞
　薬液処理工程の終了後、引き続きウエハＷを回転させたまま、（薬液の供給は停止して
いる）リンスノズル４２からリンス液例えば純水をウエハＷの中心部に供給して、ウエハ
Ｗの表面に残留した薬液および反応生成物を洗い流すリンス処理を行う。このリンス工程
を実行している間も引き続き通常給排気状態が維持される。
【００５６】
　＜ＩＰＡ置換工程＞
　リンス工程の終了後、引き続きウエハＷを回転させたまま、（リンス液の供給は停止し
ている）溶剤ノズル４３からＩＰＡをウエハＷの中心部に供給して、ウエハＷの表面に存
在するリンス液をＩＰＡで置換するＩＰＡ置換処理を行う。このＩＰＡ置換処理を実行し
ている間も引き続き通常給排気状態が維持される。
【００５７】
　＜乾燥工程＞
　ＩＰＡ置換工程の終了後、（ＩＰＡの供給は停止している）引き続きウエハＷを回転さ
せたまま（好ましくは回転数を増し）、ウエハＷの乾燥を行う。以上により一枚のウエハ
Ｗに対する一連の処理が終了する。処理済みのウエハＷは、基板搬送装置１７により処理
ユニットから搬出される。
【００５８】
　乾燥工程においては、ＩＰＡの気化により温度が下がったウエハＷ表面への結露を防止
するために、内部空間２２内の雰囲気の湿度（露点）を低下させることが好ましい。この
目的のため、チャンバ２０内の雰囲気を高湿度雰囲気（クリーンルーム空気の湿度と概ね
同じであるか、あるいは処理液の影響によりクリーンルーム空気の湿度より高い湿度の雰
囲気）から低湿度雰囲気に置換する。遅くとも乾燥工程の開始時点（すなわち、遅くとも
ウエハＷ上へのＩＰＡの供給が停止された時点）において、チャンバ２０の内部空間２２
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内の湿度が十分に低下していることが好ましい。従って、乾燥工程の開始前、すなわちＩ
ＰＡ置換工程の実行中に、上記通常給排気状態を終了し、低湿度雰囲気への雰囲気置換を
開始することが好ましい。なお、雰囲気置換の開始は上記のタイミングが好ましいのであ
るが、これに限定されるものではなく、乾燥工程の開始と同時あるいはやや後であっても
よい。
【００５９】
　以下にチャンバ２０内の雰囲気を低湿度雰囲気に移行させるとともに低湿度雰囲気に維
持するための手順について説明する。この手順は、低湿度化段階と、低湿度維持段階とを
含んでいる。
【００６０】
　＜低湿度化段階＞
　まず、図５に示すように、ＦＦＵ２１のファン２１３を停止するとともにダンパ２１４
を閉じ、ダクト２１１内へのクリーンルーム空気の取り込みを停止する。これと概ね同時
に、それまで停止していたドライエア供給部８０のファン８３を起動するとともにそれま
で閉じていたダンパ８４を開き、ドライエア供給部８０からダクト２１１内へドライエア
の供給を開始する。これにより、チャンバ２０内にドライエアが供給されるようになる。
ドライエアの供給流量は、薬液処理工程におけるＦＦＵ２１からの清浄エアの供給流量と
同じ（例えば０．５ｍ３／ｍｉｎ）でよい。また、三方弁６０の状態およびダンパ５７、
５８の開度も薬液処理工程時と同じでよい。従って、カップ排気路５３を介した排気流量
は例えば０．４ｍ３／ｍｉｎとなり、チャンバ排気路５５を介した排気流量は例えば０．
１ｍ３／ｍｉｎとなる。　上記のようなガスの流れを形成することにより、チャンバ２０
内および回収カップ５０内にあった高湿度のエアは、低湿度のドライエアに置換されてゆ
く。
【００６１】
　＜低湿度維持段階＞
　チャンバ２０の処理空間２５が所望の低湿度となったら、図６に示すように、その低湿
度を経済的に維持するための低湿度維持段階に移行する。すなわち、三方弁６０を前述し
た第２状態に移行させる。カップ排気路５３のダンパ５７の状態は低湿度化段階と同じに
維持する。なお、チャンバ排気路５５のダンパ５８の開度は、後述する排気流量を実現さ
せるための必要性に応じて変更することができる。チャンバ２０の処理空間２５が所望の
低湿度となったことは、例えば処理空間２５内に設けた湿度センサ（図示せず）により検
出することができる。あるいは、処理空間２５を所望の湿度にするために必要な低湿度化
段階の実行時間を実験により予め把握しておき、実際の処理時にはこの把握された実行時
間の経過をもって、処理空間２５が所望の低湿度となったものとみなしてもよい。また、
上記の所望の低湿度の具体的な値は、予め実験により求めることができる。上記の所望の
低湿度とは、例えば、ウエハＷのパターンの倒壊あるいはウエハＷの表面へのウォーター
マークの発生を確実に防止することができるような湿度である。
【００６２】
　上記の操作を行うことにより、チャンバ排気路５５を介して排出されたチャンバ２０内
のガス（エア）は、戻し路５９に向かうようになる。エジェクタ８５には、ドライエア供
給部８０から供給されたドライエアが流れているため、エジェクタ８５内に戻し路５９内
にあるエアが引き込まれてドライエアの流れと合流し、ダクト２１１内に供給される。ダ
クト２１１内に供給されたエアは、ＵＬＰＡフィルタ２１２を通ってチャンバ２０内に供
給される。このとき、チャンバ排気路５５を介して排出されたエアがパーティクルを含ん
でいたとしても、パーティクルはＵＬＰＡフィルタ２１２により除去される。
【００６３】
　低湿度維持段階において、カップ排気路５３の排気流量を低湿度化段階と同じ０．４ｍ
３／ｍｉｎとし（前述した理由によりカップ排気路５３の排気流量は変更しないことが好
ましい）、チャンバ排気路５５から戻し路５９へ向かう排気流量を低湿度化段階と同じ０
．１ｍ３／ｍｉｎとしたとする。ここで、チャンバ排気路５５からカップ排気路５３に向
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かう排気流量はゼロである。すなわち、低湿度化段階で捨てられていた０．１ｍ３／ｍｉ
ｎ分のドライエアが再利用されることになる。従って、このとき、チャンバ２０内を概ね
常圧に維持するために必要なドライエア供給部８０からのドライエアの供給流量は０．４
ｍ３／ｍｉｎでよく、この値は低湿度化段階における０．５ｍ３／ｍｉｎよりも２０％も
低い値である。
【００６４】
　なお、乾燥工程の終了後、処理済みのウエハＷを搬出するまでの間の適当なタイミング
で、低湿度維持段階を終了して通常給排気状態に戻す。
【００６５】
　上記実施形態によれば、高湿度雰囲気から低湿度雰囲気への移行にあたり、低湿度化段
階を実行した後に低湿度維持段階を実行することにより、迅速な雰囲気置換と経済的な運
用を両立することができる。すなわち、チャンバ２０内が高湿度である場合には、比較的
大流量で新鮮なドライエアをチャンバ内に供給することにより、速やかにチャンバ２０内
の雰囲気を低湿度雰囲気に置換することを可能としている。一方、チャンバ２０内が十分
に低湿度になった後は、新鮮なドライエアの供給量を下げても低湿度雰囲気を維持する上
で問題はないので、チャンバ２０内に供給したドライエアの一部をリサイクルして、高価
かつ工場用力に負担を掛けるドライエアの使用量を削減している。
【００６６】
　上記実施形態では、ドライエア供給路８２の下流端をダクト２１１に接続したが、これ
には限定されない。ドライエア供給路８２の下流端をチャンバ２０のバッファ空間２４に
接続してもよい。但し、この場合には、上記低湿度維持段階にチャンバ排気口５４から排
出されるエアに含まれるパーティクルがチャンバ２０に戻されることを防止するために、
三方弁６０とエジェクタ８５との間の戻し路５９に、フィルタを設けることが望ましい。
または、エジェクタ８５とバッファ空間２４との間のドライエア供給路８２に、フィルタ
を設けることが望ましい。
【００６７】
　図７を参照して第１実施形態の第１変形例について説明する。図７において、図３の実
施形態と同一部材には同一符号を付し、これら同一部材についての重複説明は省略する。
以下に図３の実施形態に対する相違点につき説明する。
【００６８】
　第１変形例では、ドライエア供給部８０からエジェクタ８５が除去されている。ドライ
エア供給部８０の下流端は、チャンバ２０のバッファ空間２４に接続されている。戻し路
５９は、位置２７において、チャンバ２０の処理空間２５に接続されている。位置２７は
、チャンバ排気口５４よりも高い位置にある。位置２７は、例えば、回収カップ５０の上
端よりもやや高い位置に設けることができる。戻し路５９には、ファン６１およびフィル
タ６２（例えばＵＬＰＡフィルタ）が順次介設されている。
【００６９】
　通常給排気状態におけるガスの流れは図４に示したものと同じである。以下に、低湿度
化段階および低湿度維持段階のガスの流れについて説明する。
【００７０】
　低湿度化段階では、ＦＦＵ２１のファン２１３が停止されるとともにダンパ２１４が閉
じられ、ダクト２１１内へのクリーンルーム空気の取り込みが停止されている。ドライエ
ア供給部８０からチャンバ２０のバッファ空間２４にドライエアが供給され、このドライ
エアは整流板２３を通って処理空間２５内に流入する。ドライエアの供給流量は、薬液処
理工程におけるＦＦＵ２１からの清浄エアの供給流量と同じ０．５ｍ３／ｍｉｎでよい。
また、三方弁６０の状態およびダンパ５７、５８の開度も薬液処理工程時と同じにされ、
カップ排気路５３を介した排気流量は０．４ｍ３／ｍｉｎとなり、チャンバ排気路５５を
介した排気流量は０．１ｍ３／ｍｉｎとなる。上記のようなガスの流れを形成することに
より、チャンバ２０内および回収カップ５０内にあった高湿度のエアは、低湿度のドライ
エアに置換されてゆく。
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【００７１】
　低湿度維持段階に移行する際には。三方弁６０を前述した第２状態に移行させ、ファン
６１を動作させる。これにより、空間２６内のガスが、チャンバ排気口５４からチャンバ
排気路５５に排出され、三方弁６０および戻し路５９を経て処理空間２５内に戻されるよ
うになる。チャンバ排気路５５のダンパ５８の開度は、戻し路５９を流れるガスの流量が
所望の値となるように、必要に応じて変更することができる。カップ排気路５３のダンパ
５７の状態は低湿度化段階と同じに維持する。チャンバ排気路５５を介して排出されたエ
アに含まれるパーティクルはフィルタ６２により除去される。
【００７２】
　この第１変形例においても、低湿度維持段階において、カップ排気路５３の排気流量を
低湿度化段階と同じ０．４ｍ３／ｍｉｎとし、チャンバ排気路５５から戻し路５９へ向か
う排気流量を低湿度化段階と同じ０．１ｍ３／ｍｉｎとする。ここで、チャンバ排気路５
５からカップ排気路５３に向かう排気流量はゼロである。すなわち、図３に示す実施形態
と同様に、低湿度化段階で捨てられていた０．１ｍ３／ｍｉｎ分のドライエアが再利用さ
れることになる。従って、このとき、チャンバ２０内を概ね常圧に維持するために必要な
ドライエア供給部８０からのドライエアの供給流量は０．４ｍ３／ｍｉｎでよく、この値
は低湿度化段階における０．５ｍ３／ｍｉｎよりも２０％も低い値である。
【００７３】
　上記の第１変形例においても、迅速な雰囲気置換と経済的な運用を両立することができ
る。第１変形例においては、戻し路５９がドライエア供給部８０と接続されていないので
、低湿度維持段階において戻し路５９を通って流れるガスの流量を任意の値に調整するこ
とが容易である。
【００７４】
　図３に示す実施家形態では、戻し路５９が三方弁６０を介してチャンバ排気路５５から
分岐していたが、これには限定されない。図８に示すように、チャンバ排気路５５と戻し
路５９が分離されていてもよい。図８に示す第２変形例では、チャンバ排気路５５は専用
のチャンバ排気口５４Ａに接続され、戻し路５９は専用のチャンバ排気口５４Ｂに接続さ
れる。チャンバ排気路５５にはダンバ５８Ａおよび開閉弁６０Ａが設けられ、戻し路５９
にはダンバ５８Ｂおよび開閉弁６０Ｂが設けられている。図８において、図３の実施形態
と同一部材には同一符号を付し、これら同一部材についての重複説明は省略する。この第
２変形例では、開閉弁６０Ａを開き開閉弁６０Ｂを閉じることにより図３の実施形態にお
ける第１状態と実質的に等価な状態を実現することができる。さらに、開閉弁６０Ａを閉
じて開閉弁６０Ｂを開くことにより図３の実施形態における第２状態と実質的に等価な状
態を実現することができる。
【００７５】
　図３に示す実施形態では、ドライエア供給路８２がＦＦＵ２１のダクト２１１に接続さ
れていたが、これには限定されない。図９に示すように、ドライエア供給路８２をチャン
バ２０のバッファ空間２４に接続してもよい。この場合、チャンバ排気路５５を介して排
出されたエアに含まれるパーティクルを除去するために、戻し路５９にフィルタ６２（例
えばＵＬＰＡフィルタ）を設けることが好ましい。図９に示す第３変形例においても、迅
速な雰囲気置換と経済的な運用を両立することができる。
【００７６】
　次に、図１０を参照してエジェクタ８５の好適な一実施形態について説明する。エジェ
クタ８５として、流体機器メーカーから供給される独立した部品としてのエジェクタを使
用することができるが、ここでは簡潔な構造のエジェクタを用いる。
【００７７】
　図１０に示すように、エジェクタ８５は、ドライエア供給路８２と戻し路５９との合流
部分により形成されている。ドライエア供給路８２は角形断面のダクトからなり、戻し路
５９も角形断面のダクトからなる。ドライエア供給路８２は上記合流部分の近傍において
上流側から下流側に向かって直線状に延びている。ドライエア供給路８２の直線状に延び
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る部分に対して戻し路５９が接続されている。ドライエア供給路８２の直線状に延びる部
分に対して戻し路５９は所定の角度、ここでは９０度の角度を成して交差している。ドラ
イエア供給路８２の側壁に、戻し路５９の断面形状に相当する開口８６が形成されている
。
【００７８】
　図１１に示すように、ドライエア供給路８２内の開口８６の近傍をドライエアＤＡが流
れると、ドライエアＤＡの流れにより戻し路５９内のガスＲＡ１（チャンバ２０内から排
出されたエア）が引き込まれ（矢印ＲＡ２を参照）、戻し路５９内の開口８６の近傍に陰
圧領域Ｎが生じる。この陰圧領域Ｎに戻し路５９内のガスが流れ込むことにより、戻し路
５９内に開口８６に向かうガスの流れＲＡ１が生じる。
【００７９】
　開口８６の面積を調節するために、弁装置８７が設けられている。弁装置８７は、弁体
８７ａと、弁体８７ａを駆動する弁アクチュエータ８７ｂとを有する。弁体８７ａは剛性
の高い板状体から構成することが好ましい。弁装置８７は、例えばゲートバルブである。
開口８６の面積を大きくすると、陰圧領域Ｎが大きくなるので、ガスの流れＲＡ１の流量
が増大する。一方、開口８６の面積を小さくするとガスの流れＲＡ１の流量が減少する。
弁体８７ａは図１０の上下方向に移動することにより開口８６の面積を変化させる。しか
しながら、図１１では、動作原理の説明をより容易にするため、弁体８７ａが水平方向（
左右方向）に移動するものとして描かれている。
【００８０】
　ドライエア供給路８２内の開口８６よりも下流側の空間（すなわち開口８６とチャンバ
２０との間の空間）の圧力を測定する圧力計８８が設けられている。弁アクチュエータ８
７ｂは、圧力計８８の測定値に基づいて、弁コントローラ８９により制御される。詳細に
は、弁コントローラ８９の上位コントローラである制御装置４（図１参照）から弁コント
ローラ８９に圧力計８８の測定値の目標値が与えられている。弁コントローラ８９は上記
目標値に対する上記測定値の偏差がゼロとなるように、弁アクチュエータ８７ｂを制御し
て開口８６の面積を変化させる。弁コントローラ８９は制御装置４の一部であってもよい
。
【００８１】
　図１０および図１１に記載したドライエア供給路８２と戻し路５９との合流部分により
形成されているエジェクタ８５に弁装置８７を設けることにより、エジェクタ８５自体の
構造が非常に簡潔であるにも関わらず（単に２つのダクトを連結しただけ）、戻し路５９
を流れるガスの流量を安定的に一定の値に維持することができる。このため、チャンバ２
０の内圧を一定に維持することができる。
【００８２】
　チャンバ２０の内圧は、チャンバ２０へのガスの総供給量とチャンバ２０からのガスの
総排出量との差分に応じて変動する。このため、戻し路５９を流れるガスの流量が変動し
たとしても、上記差分は変化しないため、チャンバ２０の内の圧力は変動しないように思
えるかもしれない。しかしながら、ガス（エア）が圧縮性流体であるため、戻し路５９を
流れるガスの流量の増減に伴うチャンバ２０からのガスの排出量の増減とチャンバ２０へ
のガスの流入量の増減との間に時間差が生じる。このため、戻し路５９を流れるガスの流
量が変化するとチャンバ２０の内の圧力が変化してしまうので、戻し路５９を流れるガス
の流量は可能な限り一定の値に維持することが好ましい。
【００８３】
　図１１に示すように、圧力計８８はドライエア供給路８２と戻し路５９との合流位置よ
りもやや下流側の位置におけるドライエア供給路８２内の圧力を検出するように設けるの
がよい。この位置の圧力は、戻し路５９を流れるガスの流量の変動に応じて敏感に変動す
るので、この位置の圧力測定結果に基づいて弁装置８７の開度を制御することにより、戻
し路５９を流れるガスの流量をより確実に一定に維持することができる。
【００８４】
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　なお、図３などに示したダンパ５８を用いても戻し路５９を流れるガスの流量を調節す
ることは可能である。しかしながら、弁装置８７を用いて図１１に示した陰圧領域Ｎの大
きさを変更した方が、戻し路５９を流れるガスの流量をより正確かつより高レスポンスで
調節することができる。このため、チャンバ２０内の圧力変動がより生じ難くなる。
【００８５】
　［第２実施形態］
　次に図１２および図１３を参照して処理ユニット１６の第２実施形態について説明する
。図１２において、図３の実施形態と同一部材には同一符号を付し、これら同一部材につ
いての重複説明は省略する。図示の便宜上、図１２にはノズル４１～４３、ノズルアーム
４４および駆動部４５が表示されていないが、これらの部材は実際には処理ユニット１６
に設けられている。以下に図３の実施形態に対する相違点につき説明する。
【００８６】
　図３と図１２とを比較すればわかるように、チャンバ排気路５５のダンパ５８が三方弁
の下流側に移設されている。また、戻し路５９はドライエア供給路８２に合流しておらず
、戻し路５９およびドライエア供給路８２はそれぞれの接続点２１６、２１５においてダ
クト２１１に接続されている。
【００８７】
　回収カップ５０の周囲を囲むようにガス処理部９０が設けられている。ガス処理部９０
は平面視で回収カップ５０を囲む概ねＣ字形（あるいはＵ字形）の形状を有する。チャン
バ２０の側壁のＣ字の切れ目の部分に対応する位置にウエハ搬出入口（図示せず）が設け
られている。これにより、ガス処理部９０により処理ユニット１６に対するウエハの搬出
入が妨げられないようになっている。
【００８８】
　図１３に示すように、ガス処理部９０は、ハウジング９１と、ハウジング９１内に上か
ら順に配置されたケミカルフィルタ９２、シリカゲル層（除湿剤層）９３およびペルチェ
素子集合体（加熱要素）９４を有している。ハウジング９１の天井壁９５には開口９５ａ
が設けられている。ハウジング９１の底壁９６からハウジング９１内に排気管９７が挿入
されている。排気管９７はペルチェ素子集合体９４の一部を貫通してシリカゲル層９３の
底部まで延びている。なお、排気管９７はハウジング９１に１本のみ（２本以上でもよい
が）設けられており、排気管９７が設けられてない部分においては、断面で見て、シリカ
ゲル層９３の下面全体がペルチェ素子集合体９４の上面全体に接触している。排気管９７
はチャンバ排気路５５に接続されている。
【００８９】
　ケミカルフィルタ９２は、ケミカルフィルタ９２を通るガス（エア）から、ＵＬＰＡフ
ィルタで除去することができない分子状汚染物質（例えばアンモニア分子）を除去する。
シリカゲル層９３は、シリカゲル層９３を通るガス（エア）から、水分を除去する。ペル
チェ素子集合体９４は、シリカゲル層９３を加熱することにより水分を吸着したシリカゲ
ルを再生する。
【００９０】
　上述した点以外は、図３の実施形態（第１実施形態）と図１２の実施形態（第２実施形
態）の構成は同じである。
【００９１】
　この第２実施形態におけるガスの流れについて以下に説明する。前述した薬液処理工程
、リンス工程およびＩＰＡ置換工程（ＩＰＡ置換工程の前半のみでもよい）を行っている
ときには、ＦＦＵ２１のファン２１３が回転することによりダクト２１１内に取り込まれ
たクリーンルーム内のエアが、ＵＬＰＡフィルタ２１２を通ってチャンバ２０内に供給さ
れる。チャンバ２０内に供給されたエアの一部は回収カップ５０内を通ってカップ排気路
５３から排出される。
【００９２】
　チャンバ２０内に供給されたガス（エア）の残りの部分は、ガス処理部９０に流入し、



(16) JP 6392143 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

ガス処理部９０で分子状汚染物質および水分が除去され、チャンバ排気路５５に流出する
。チャンバ排気路５５に流出したガスすなわち清浄化および除湿されたエアは、三方弁６
０を経て、戻し路５９に流入する（チャンバ排気路５５の三方弁６０の下流側には流れな
い。）。すなわちＵＬＰＡフィルタ２１２を通ってチャンバ２０内に供給されるガスは、
クリーンルームから取り込まれたエアと、清浄化および除湿されたエアとの混合ガスとな
る。この混合ガス（エア）の湿度は、クリーンルームから取り込まれたエアよりも低い。
このため、乾燥工程時に必要となる低湿度雰囲気への移行を迅速に行うことが可能となる
。
【００９３】
　乾燥工程の実行開始時あるいはその前若しくはその後に、チャンバ２０内の雰囲気を低
湿度に移行しかつ低湿度に維持するときには、ＦＦＵ２１のファン２１３が停止されると
ともにダンパ２１４が閉じられ、ドライエア供給部８０からダクト２１１を介してチャン
バ２０内にドライエアが供給される。チャンバ２０内に供給されたエアの一部は回収カッ
プ５０内を通ってカップ排気路５３から排出される。チャンバ２０内に供給されたガス（
エア）の残りの部分は、ガス処理部９０に流入し、ガス処理部９０で分子状汚染物質およ
び水分が除去され、チャンバ排気路５５に流出する。チャンバ排気路５５に流出したガス
すなわち清浄化および除湿されたエアは、三方弁６０を経て、戻し路５９に流入する（チ
ャンバ排気路５５の三方弁６０の下流側には流れない。）。すなわちチャンバ２０内に供
給されるガスは、ドライエア供給部８０から供給されたドライエアと、清浄化および除湿
されたエアとの混合ガスとなる。
【００９４】
　チャンバ２０内には処理液等に由来する水分が漂っているため、チャンバ２０内に供給
されたガスの湿度は、チャンバ２０内で増大する可能性が高い。しかしながら、この水分
はガス処理部９０で除去されるため、チャンバ排気路５５および戻し路５９を介してリサ
イクルされるガスをドライエア供給部８０から供給されたドライエアと混合しても、その
混合ガスの湿度は、ドライエア供給部８０から供給されたドライエアの湿度と大きな差異
は無い。すなわち、この第３実施形態によれば、ドライエアをリサイクルしたとしても、
チャンバ２０内の湿度を、非常に低いレベルに維持することができる。
【００９５】
　シリカゲル層９３を構成するシリカゲルを再生する場合には、三方弁６０を切り替えて
、ガス処理部９０からチャンバ排気路５５に流出したガスが、戻し路５９には流れずチャ
ンバ排気路５５の下流側に流れるようにする。この状態でペルチェ素子集合体９４に通電
して、シリカゲル層９３を加熱してシリカゲル層９３から水分を除去する。除去された水
分は、チャンバ排気路５５およびカップ排気路５３を経て、工場排気系に廃棄される。こ
のような再生処理は、例えば、１枚のウエハの処理が終了した後に次のウエハの処理が開
始するまでの間、あるいはある製造ロットのウエハの処理が終了した後、次の製造ロット
のウエハの処理が開始されるまでの間に行うことができる。
【００９６】
　上記実施形態は、乾燥工程時にチャンバ２０内の雰囲気を調整するためにドライエア供
給部８０が低湿度（低露点）ガスであるドライエアを供給するものであった。これに代え
て、乾燥工程時にチャンバ２０内の雰囲気を調整するために低酸素ガス例えば窒素ガスを
供給する構成も採用することができる。この場合、ドライエア供給部８０を窒素ガス供給
部にすれば（すなわち単にドライエア供給源８１から供給されるガスを窒素ガスにすれば
）、その他の部分の装置構成は同一でよい。また、ドライエアに代えて窒素ガスを使用す
る点を除けば、装置の動作もドライエアを使用している場合と同一でよい。つまり上記説
明文において、ドライエアを窒素ガスと読み替え、湿度を酸素濃度と読み替えることによ
り、窒素ガスを利用した実施形態の構成、作用、効果について理解することができる。な
お、工業的に使用される窒素ガス中に含まれる水分量は、ＦＦＵ２１に供給される清浄エ
アと比較して大幅に低いため、窒素ガスは、低湿度ガスと見なすこともできる。
【００９７】
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　上記基板処理システム１により処理される被処理基板は、半導体ウエハＷに限らず、ガ
ラス基板、セラミック基板等の任意の基板とすることができる。
【符号の説明】
【００９８】
　４　制御部（制御装置）　
　２０　処理室（チャンバ）
　２１　第２ガス供給部（ＦＦＵ）
　２１１　第２ガス供給路（ＦＦＵのダクト）
　３１　基板保持部
　５０　カップ（回収カップ）
　５３　カップ排気路
　５５　処理室排気路（チャンバ排気路）
　５９　戻し路
　６０　排気切替機構（三方弁）
　６０Ａ，６０Ｂ　排気切替機構（２つの開閉弁）
　８０　第１ガス供給部（ドライエア供給部）
　８１　第１ガス供給路（ドライエア供給路）
　８５　エジェクタ
　９０　ガス処理部
　２１３，２１４　第２ガス供給制御機器（ファン、ダンパ）
　８３，８４，２１３，２１４　供給ガス切替機構（ファン、ダンパ）

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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